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Електричні та люмінесцентні характеристики світлодіодів 

ультрафіолетового випромінювання 365 нм при Т = 77 К. 
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Світлодіоди ультрафіолетового випромінювання (УФ СД) з максимумом довжини 

хвилі 365 нм мають широке коло застосувань. Це флуоресцентна мікроскопія в медицині та 

біології, люмінесцентний аналіз, полімеризація та багато іншого [1]. Однак 

InGaN/AlGaN/GaN гетероструктури УФ світлодіодів мають ряд недоліків: це небажані 

тунельні ефекти та жовта електролюмінесценція (ЕЛ) від дефектів [2], яка створює проблеми 

при люмінесцентному аналізі. Дані проблеми зумовлені наявністю системи мілких та 

глибоких енергетичних рівнів різноманітних дефектів та легуючих домішок в активній 

області широкозонної гетероструктури та в підсумку призводять до зниження ККД і втрат 

корисного УФ-випромінювання. При цьому слід зазначити, що вартість одиниці оптичної 

потужності УФ СД 365 нм майже на два порядки більша за вартість одиниці оптичної 

потужності звичайного СД 465 нм. 

Очевидно, що процеси струмопереносу та рекомбінації на глибоких рівнях (ГР) 

дефектів та легуючих домішок в УФ СД сильно залежать від температури. ГР впливають на 

електричні та люмінесцентні властивості УФ СД, проте ВАХ та спектри видимої, паразитної 

люмінесценції в УФ СД при Т = 77 К вивчені недостатньо. Тому вивчення ефектів, 

пов’язаних з ГР є актуальним. В роботі вивчено ВАХ та електролюмінесценцію 

ІnGaN/AlGaN/GaN СД УФ випромінювання (λ = 365 нм) при температурі 77…200 К. 

Встановлено, що в УФ СД 365 нм при Т = 77 К вольт-амперна характеристика має S – 

тип, а ділянка від’ємного диференційного опору (ВДО) виникає за рахунок переходу від 

монополярного (електронного) режиму інжекції до біполярного та зникає при температурі 

близько 187 К. По ВАХ S-типу при Т = 77-200 К визначено концентрацію та енергію іонізації 

глибоких центрів. 

Виявлено та пояснено ефект – при напрузі початку ВДО в УФ СД виникають осциляції 

струму та відповідно інтенсивності електролюмінесценції, частота яких зростає при 

збільшенні стабілізованого струму. При зростанні стабілізованого струму на ділянці ВДО 

відбувається різке лінійне зростання інтенсивності жовтої, дефектної смуги 

електролюмінесценції за рахунок інжекції дірок та рекомбінації на глибоких рівнях. 
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